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1°" Parcial de Electronica 2
06/10/2007

Resolver cada problema en hojas separadas.

Duracién de la prueba: 3 horas 30 minutos.

La prueba es sin material.

Los puntajes de los problemas se indican sobre un total de 100 puntos.

Problema 1 : (24 puntos)

El circuito de la Figura es un espejo de corriente con razén de copia 1:n, es decir que M2 esta
formado por n transistores iguales a M1 en paralelo. VDD es tal que asegura que M2 esta en
saturacion, IDC es continua e is es una corriente en sefial.

Calcular la frecuencia de -3dB de la transferencia iout/is siendo iout la corriente en sefial a la
salida

Datos: gm;.R; >>1, n >> 1, M1 tiene capacidad Gate-Source Cgy, capacidad de overlap Gate-
Drain Cggoy, B.W/L.Cox=B yd=0.
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Problema 2 : (28 puntos)

En el circuito de la Figura:

a) Demostrar que Vep1 = Viez . Siendo Vep1 ¥ Viez 1as componentes de sefial de las tensiones emisor
base y base emisor de Q1 y Q2 respectivamente.

b) Determinar la ganancia v,/v; a frecuencias medias.

¢) Determinar la frecuencia de los polos de alta frecuencia y frecuencia de corte superior f345.

d) Si ahora la corriente I1 pasa a ser diez veces menor, determinar la nueva ganancia y
frecuencia de corte superior. Comparar con la situacion anterior.
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Datos:

Fuente de corriente ideal.

La capacidad C puede considerarse de valor infinito.

Ri=10kQ , R,=1kQ , I1 =5mA.

Transistores: =100, fr=200MHz @ L=5mA, C,=8pF, C;c=60pF
Tension de Early : VA=co,

VCC

Problema 3 : (28 puntos)

En todo el problema C es una capacidad de desacople que se podra suponer un cortocircuito a la
frecuencia de la sefial vi, la cudl es una sefial sinusoidal.

a) En el circuito de la Figura 1:

e Vg es una tensién continua que es ajustada por el bloque F para que la corriente
continua por el transistor sea igual a IBIAS y la tension DC del colector de Q1 sea
VDD?2.

Determinar:

i.  Laméaxima excursién pico a pico en vo si la minima tension para que la fuente
de corriente IBIAS opere correctamente es Veyin ¥ la tension de saturacion
del transistor es VcgsaT.

ii. La méxima potencia que es posible entregar en la carga Ro con esta excursion -
pico a pico.
iii.  Laminima corriente IBIAS requerida para poder entregar efectivamente la
potencia calculada en ii.
iv.  La eficiencia del amplificador y la disipacién del transistor Q1, despreciando
la corriente de base cuando se entrega a la carga la méaxima potencia calculada
€1 11.

b) Como alternativa del circuito de la Figura 1 se utiliza el circuito de la Figura 2. En él L es un
inductor de valor muy grande que permite suponer que la corriente que lo atraviesa es
constante igual a IBIAS2, 1a cuél esta fijada por el valor de la fuente VB2. Observar que
ahora el nivel DC en el colector de Q1 es VCC y que la tension de colector de Q1
excursionara por sobre VCC.

Determinar:
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i.  Lamdaxima excursién pico a pico en vo si la tensién de saturacidn del transistor es

VCESAT.

ii. La maéxima potencia que es posible entregar en la carga Rp con esta excursion pico a
pico.

iii. Laminima corriente IBIAS2 requerida para poder entregar efectivamente la potencia
calculada en 11.

iv.  La eficiencia del amplificador y la disipacion del transistor Q1, despreciando la
corriente de base cuando se entrega a la carga la maxima potencia calculada en 11.

¢) El circuito de la Figura 1 se hace operar en la condiciéon de maxima potencia calculada en la
parte a), entregando una potencia a la carga de 6W. El transistor es un transistor TIP 31A con
los datos que se indican a continuacién y se supondra que la tension de saturacion es tal que
VCESAT << VCC. Se dispone de un disipador capaz de disipar 4mW/°C por cada cm” de
superficie, el cual se supondra acoplado al encapsulado del transistor por una resistencia
térmica de 0.5°C/W, ;que superficie debe tener el disipador para que el circuito pueda
funcionar confiablemente a una temperatura ambiente maxima de 40°C?

Aclaraciones en parcial: * Vey es la tension minima en bornes de la fuente IBIAS y para la parte c)
se puede considerar mucho menor que VCC.
* A los efectos de la parte c), IBIAS es el minimo calculado en parte a)iii).

VCC VCC
A

IBIAS GD

Vo

Ro

.|]

Figura 1 Figura 2
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Symbol Parameter Vaiue unit
NFPN TIP31A TiP31C
PNP TIP3ZA TIP22B TiP32C
Veaa  |Collector-Base Voltage (Il = 0) 60 80 Q0 v
Vezo | Collector-Emitter Voltage (kg = 0} 60 80 100 v
Vego Emitter-Base Voltage (1o = 0) 5 v
I Collector Current 3 A
lew Collector Peak Current 5 A
] Base Current % A
Piat Total Dissipation at Toaee = 25 °C 40 W
Tams £ 25 °C 2 w
T |Storage Temperature -65 to 150 °C
T; Max. Operating Junction Temperature 150 °C
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THERMAL DATA

Rynj-ease |Thermal Resistance Junction-case Max a2 “CIw
Rinpamb | Thermal Resistance Junction-ambient Max 62.5 SCIW

Pregunta : (20 puntos)

a) Determinar vo en funcién de vi e Ii.
b) ¢En que rango aproximado de valores de vi el circuito se comportara lineamente respecto a
vi?

VCC

Q3 ;1 Q4 EYe:

v
()
LT
@
()
b
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